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Abstract 



A method for the prodn. or for the recycling of sputtering targets is proposed whereby a cast plate 
or sputtering target areas are subjected to heat radiation in the form of pieces or as a melt An IR 
emitter .s used as the heat source to treat the target material. The target material is completely 
melted and subsequently solidified. 
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® Verfahren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sputtertargets 

@ Verfahren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sput- 
tertargets, bei dem eine GuGplatte (3) oder die abgesput- 
terten Targetbereiche mit Targetmaterial (1) in stuckiger 
Form oder als Schmelze beaufschlagt werden und an- 
schlieRend Warmeenergie von oben in Richtung auf die 
Gufcplatte (3) oder die abgesputterten Targetbereiche in 
das Targetmaterial (1) eingeleitet wird. 
Als Warmequelle wird dabei ein lnfrarotstrahler (2) einge- 
setzt, der uber das Targetmaterial (1) gefuhrt wird. Das 
Targetmaterial wird vollstandig aufgeschmolzen und an- 
schlieSend zur Erstarrung gebracht. 
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Bcschrcibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahrcn zur Herstcl- 
tung oder zum Recyceln von Sputtertargets, bei dem eine 
GuBplatte oder die abgesputterten Targetbereiche mit Tar- 5 
getmaterial in stuckiger Form oder als Schmelze beauf- 
schlagt werden und anschlieBend Warmeenergie von oben 
in Richtung auf die GuBplatte oder die abgesputterten Tar- 
getbereiche in das Targetmaterial eingeleitet wird. 

Verfahren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sput- 10 
tertargets sind bekannt. Sputtertargets werden zur Katho- 
denzerstaubung (Sputtern) und zum Bedampfen von Gegen- 
standen in Zerstaubungsanlagen eingesetzt. Mittels des 
Sputterverfahrens und des Bedampfens konnen dunne 
Schichten auf Substraten erzeugt werden, die fur unter- 15 
schiedliche funktionale Anwendungen, z. B. in der Elektro- 
nik, und als magnetisierbare Schicht in der Datentechnik 
oder zu Korrosions- und VerschleiBschutzschichten bis zu 
optischen Schichten fur dekorative und warmetechnische 
Zwecke reichen. 20 

Beim SputterprozeB wird zwischen dem als Kathode ge- 
schalteten Target und einer Gegenelektrode eine Gasentla- 
dung gezundet und aufrecht erhalten, durch welche Ionen 
auf dem Target aufprallen und Teilchen von atomarer GroBe 
herausschlagen, welche sich auf den zu beschichtenden Sub- 25 
stratflachen, die im Bereich der Gegenelektrode angeordnet 
sind, niederschlagen. Entsprechend den gewunschten Gas- 
entladungskenngroBen werden vorwiegend inerte Gase, ins- 
besondere Argon oder Helium verwendet. Dariiber hinaus 
konnen auch reaktive Gase, wie z. B. Sauerstoff, Azetyien 30 
oder S ticks toff, zum Reaktivgassputtern eingesetzt werden. 

Sowohl beim Inertgassputtern als auch beim Reaktivgas- 
sputtern stellt das Sputtertarget das zu verbrauchende Mate- 
rial reservoir dar, aus dem die zu bildende Schicht bei Inert- 
gassputtern ausschlieBlich und beim Reaktivgassputtern in 35 
Form eines Reaktionsproduktes mit dem Reaktionsgas auf 
dem Substrat abzuscheiden ist. 

Derartige Sputtertargets werden ublicherweise schmelz- 
technisch hergestellt und einer umformenden bzw. spanen- 
den Nachbearbeitung unterzogen. Dabei werden die ein- 40 
stiickig hergestellten Targets durch AbgieBen einer Metall- 
bzw. Legierungsschmelze in eine erwarmte TargetgieBform 
abgegossen. Die GieBform mit der eingebrachten Schmelze 
wird anschlieBend nach einem vorgegebenen Temperatur- 
profil auf Raumtemperatur abgekiihlt. 45 

In der DE-OS 196 26 732 werden ein Verfahren zur 
schmelztechnischen Herstellung eines Sputtertargets und 
ein Verfahren zum schmelztechnischen Recyceln von abge- 
sputterten Sputtertargets beschrieben. Bei diesen Verfahren 
ist vorgesehen, daB die GuBplatte oder die abgesputterten 50 
Targetbereiche mit Targetmaterial in stuckiger Form oder 
als Schmelze beaufschlagt werden und anschlieBend War- 
meenergie von oben in Richtung auf die GuBplatte oder die 
abgesputterten Targetbereiche in das Targetmaterial einge- 
leitet wird. Als Warmequelle wird dabei ein Schmelzkopf 55 
eingesetzt, der entsprechend der gewiinschtcn Eintauchtiefe 
in das zu schmelzende Targetmaterial eintauchbar ist. Nach 
dem Eintauchen des Schmelzkopfes in das Targetmaterial 
wird dieser mit konstanter Zugkraft durch das zu schmel- 
zende Gut bewegt. Dabei ist nachteilig, daB der einzuset- 60 
zende Schmelzkopf in der Regel eine geringe Loslichkeit im 
aufgeschmolzenen Targetmaterial aufweist, was sich nach- 
teilig auf die Reinheit des Targetmaterials auswirkt. Dariiber 
hinaus komrnt es nach einiger Betriebszeit zu einem Anhaf- 
ten von Schlacke an den AuBenwandungen des Schmelz- 65 
kopfes, was sich nachteilig auf einen homogenen Schmelz- 
vorgang auswirkt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 



fahren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sputtertar- 
gets zu schaffen, bei dem ein weitgehendes homogenes Auf- 
schmelzen des Targetmaterials moglich ist. Das homogene 
Aufschmelzen soli dabei auch uber langere Betriebszeiten 
moglich sein. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird da- 
durch gelost, daB als Warmequelle ein Infrarotstrahler ein- 
gesetzt wird, der uber das Targetmaterial gefiihrt wird, das 
Targetmaterial vollstandig aufgeschmolzen und anschlie- 
Bend zur Erstarrung gebracht wird. Die GuBplatte oder die 
abgesputterten Targetbereiche sind dabei von einem Rah- 
men umgeben. Der Infrarotstrahler wird moglichst nahe 
uber dem Targetmaterial gefiihrt, wobei der einzustellende 
Abstand von der Wahl der Targetmaterialien, von der Lei- 
stung des Infrarotstrahlers sowie von der Dicke der herzu- 
stellenden Targetmaterialschicht abhangt. Es hat sich in 
uberraschender Weise gezeigt, daB ein homogenes Auf- 
schmelzen des Targetmaterials besonders vorteilhaft durch 
den Einsatz eines Infrarotstrahlers erfolgen kann, wobei auf 
ein Eintauchen eines Schmelzkopfes in das Targetmaterial 
und damit auf ein Bewegen des Schmelzkopfes durch das 
Targetmaterial, das mit Nachteilen verbunden ist, verzichtet 
werden kann. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung besteht 
darin, daB die GuBplatte an ihrer dem Targetmaterial abge- 
wandten Seite mit Kuhlkanalen gekiihlt wird, die an der dem 
Targetmaterial abgewandten Seite der GuBplatte angeordnet 
sind und die von einem Kuhlmedium durchstromt werden. 
Als Kuhlmedium kann ein gasformiges oder ein fliissiges 
Kuhlmedium eingesetzt werden. Die Kuhlkanale sind in 
vorteilhafter Weise an die GuBplatte angelotet. Eine Befesti- 
gung der Kuhlkanale mit der GuBplatte durch eine Lotver- 
bindung kann in besonders vorteilhafter Weise erfolgen, da 
das durch die Kuhlkanale stromende Kuhlmedium die je- 
weilige Lotverbindung mit kiihlt und ein Losen dieser Lot- 
verbindung verhindert. Auf diese Weise kann iiberschussige 
Warme aus der GuBplatte besonders vorteilhaft abgefuhrt 
werden. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung 
(Fig. 1, Fig. 2) naher und beispielhaft erlautert. 

Fig. 1 zeigt das Targetmaterial mit dariiber angeordnetem 
Infrarotstrahler im Querschnitt; 

Fig. 2 zeigt ein Targetmaterial, das auf einer GuBplatte 
mit darunter angeordneten Kuhlkanalen angeordnet ist. 

In Fig. 1 ist ein Targetmaterial 1 im Querschnitt verein- 
facht und schematisch dargestellt. Oberhalb des Targetmate- 
rials 1 befindet sich ein Infrarotstrahler 2, dessen Abstand 
zum Targetmaterial 1 in Pfeilrichtung einstellbar ist. 

Dieser Abstand richtet sich dabei beispielsweise nach der 
Dicke des Targetmaterials 1 und nach der Intensitat des In- 
frarotstrahlers 2. Bei dem Verfahren zur Herstellung oder 
zum Recyceln von Sputtertargets wird der Infrarotstrahler 2 
uber das Targetmaterial 1, das in stuckiger Form oder als 
Schmelze auf eine GuBplatte (nicht dargestellt) aufgegeben 
wird, gefiihrt. Das Targetmaterial 1 wird dabei vollstandig 
aufgeschmolzen und anschlieBend zur Erstarrung gebracht. 
Der Infrarotstrahler 2 komrnt als Warmequelle dabei nicht 
mit dem Targetmaterial 1 in Kontakt, so daB die Reinheit des 
Targetmaterials 1 sic hergestellt ist. Durch den Einsatz des 
Infrarotstrahlers 2 wird ein homogenes Aufschmelzen des 
Targetmaterials 1 erreicht, das sich durch die Intensitat des 
Infrarotstrahlers 2 genau einstellen und steuern laBt. 

In Fig. 2 ist ein Targetmaterial 1, das auf der GuBplatte 3 
mit den darunter angeordneten Kuhlkanalen 4 angeordnet 
ist, im Querschnitt vereinfacht und schematisch dargestellt. 
Dariiber befindet sich der Infrarotstrahler 2. Das Targetma- 
terial 1 ist dabei in der Regel von einem umlaufenden Rah- 
men (nicht dargestellt) umgeben. Die GuBplatte 3 wird an 
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ihrer dcm Targctmatcrial 1 abgcwandten Scite mit Kuhlka- 
nalen 4 gekiihlt, die von einem gasformigen oder von einem 
flussigen Kuhlmedium durchstromt werden. Die Kuhlkanale 
4 sind dabei in vorteilhafter Weise von unten an die GuB- 
platte 3 angeiotet. Diese Lotverbindung bleibt in vorteilhaf- 5 
ter Weise erhalten, da die Kuhlkanale 4 mit dem Kuhlme- 
dium beaufschlagt werden, was auch gleichzeitig eine Kiih- 
lung der Lotverbindung zur Folge hat. 

Patentanspruche 10 

1. Verfahren zur Herstellung oder zum Recyceln von 
Sputtertargets, bei dem eine GuBplatte (3) oder die ab- 
gesputterten Targetbereiche mit Targetmaterial (1) in 
stuckiger Form oder als Schmelze beaufschlagt werden 15 
und anschlieBend Warmeenergie von oben in Richtung 
auf die GuBplatte (3) oder die abgesputterten Targetbe- 
reiche in das Targetmaterial (1) eingeleitet wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Warmequelle ein In- 
frarotstrahler (2) eingesetzt wird, der iiber das Target- 20 
material (1) gefuhrt wird, das Targetmaterial (1) voll- 
standig aufgeschmolzen und anschlieBend zur Erstar- 
rung gebracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die GuBplatte (3) an ihrer dem Targetmaterial 25 
(1) abgewandten Seite mit Kuhlkanalen (4) gekiihlt 
wird, die an der dem Targetmaterial (1) abgewandten 
Seite der GuBplatte (3) angeordnet sind und die von ei- 
nem Kuhlmedium durchstromt werden. 
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